
Eigenschaften:

Das TOF-SIMS-Verfahren liefert Infor-
mationen über die molekulare
Zusammensetzung der obersten Atom-
lage einer Festkörperoberfläche. Der
Einsatz des Flugzeitspektrometers er-
möglicht eine extrem hohe Nachweis-
empfindlichkeit (Konzentrationen von
10 ppm einer Monolage). Die hohe
Massenauflösung des Verfahrens
erlaubt eine zuverlässige Identifizie-
rung von chemischen Komponenten
einer Oberfläche.

Betriebsarten:

Oberflächenspektroskopie

Im statischen Modus wird die Proben-
oberfläche quasi zerstörungsfrei analy-
siert. Bei der Aufnahme eines Ober-
flächenspektrums wird weniger als
10% der obersten Atomlage durch
den Primärionenbeschuss abgetragen.

Oberflächenabbildung

Durch Rastern eines fein fokussierten
Primärionenstrahls über die Oberfläche
können massenaufgelöste Sekundär-
ionenbilder simultan aufgenommen
werden. Dabei lassen sich Strukturen
mit Dimensionen bis hinab zu 200 nm
abbilden.

Tiefenprofilierung

Im dynamischen Betrieb ist durch die
Erhöhung der Primärionenstromdichte
ein sukzessiver Abtrag des Proben-
materials möglich. Durch quasi-
simultanen Probenabtrag und
Spektrenaufnahme lassen sich so
Tiefenverteilungen von Sekundärionen
mit einer Tiefenauflösung bis zu 1 nm
darstellen.

Anwendungsgebiete:

Aufgrund seiner vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten besitzt das TOF-SIMS-
Verfahren ein breites Anwendungs-
spektrum:
- Analyse von adhäsiven Wechsel-

wirkungen auf molekularer Ebene
- Charakterisierung von Polymer-

werkstoffen
- Grenzschichtanalyse von Verbund-

materialien
- 3-D-Strukturuntersuchungen in der 

Mikroelektronik
- Nachweis von Spurenelementen
- Charakterisierung von katalytischen 

Prozessen
- Abbildende Messungen an 

biologischen Proben
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Silizium-Verteilung eines unbehandelten
Fingerabdrucks auf Papier (Ausschnitt 6x6 mm) 


